
UKD 6213823 

N O R M A BRANŻOWA BN-B7 
3375-32/06 

ELEMENTY Tranzystory typu BO 643., 
PÓŁPRZEWODNIKOWE 

BO 645, BO 647, BO 649 

l. Przedmiot normy. Przedmiotern normy sę szczegółowe 

wymagania dotyczęce krzemowych tranzystorów mocy w 

układzie Oarlingtona, n-p-n typu BO 643, BO 645, BO 647, 

BO 649 wykonanych technikę epitaksjalnej bazy w obudowie 

plastykowej CE 30/TO-220AB/, do zastosowań w sprzęcie 

powszechnego użytku oraz w urzędzeniach wymagajęcych 

zastosowani a elementów o wysoki ej i bardzo wysoki ej ja-

kości zgodnie z PN-78/T -01515. 

Tranzystory prze:anaczone sę do pracy w stopni ach ste-

ruję.cych i końcowych wzmacniaczy mocy małej częstotli-

wości, w szeregowych i równoległych regulatorach napię-

cia. 

Tranzystory typu BO 643, BO 645, BO 647, BO 649 sę 

komplementarne odpowiednio do tranzystorów BO 644, 

BO 646, BO 648, BO 650. 

Kategoria klimatyczna dla tranzystorów; 

- standardowej jakości (poziom jakości I) - 40/100/10, 

- wysokiej jakości (poziom jakości 111) - 40/100/21, 

- bardzo wysoki ej jakości (poziom jakości IV) _ 4q11 00/56. 

2. Przykład oznaczeni a tranl'ystorów 

a) standardowej jakości: 

TRANZYSTOR BO 643 BN-87/3375-32/06 

b) wysokiej jakości: 

TRANZYSTOR BO 643/3 . BN-87/3375-32/06 

c) bardzo wysokiej jakości: 

TRANZYSTOR BO 643/4 BN-87/3375-32/06 

3. Cechowanie tranzystorów powinno zawierać następu-

Grupa katalogowa 1923 

c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorów 

bardzo wysokiej jakości. 

Tranzystory wysoki ej jakości powi nny być 

wysokiej 

znakowane 

cyfrę 3, a tranzystory o bardzo wysoki ej jakości cyfrę 4, 

umieszczonę po oznaczeniu typu. 

4. Wymi ary. oznaczeni a wyprowadzeń tranzystora i sche

mat połaczeń - wg rys. 1 i tabl. l oraz rys. 2. 

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta 

CE 30. 
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jęce dane: IBN-87/3375-32/06-11 

a) nazwę producenta lub znak fabryczny, 

b) oznaczenie typu, Rys. 1. Obudowa CE 30 

Zgłoszona przez Fabrykę Półprzewodników TEWA 
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników dnia 15 kwietnia 1987 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1987 r. 
(Dz . Norm. i Miar nr 8/1987 , poz. 22 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1987. Druk. Wyd . Norm W-wa , Ark . wyd . 1,40 Nakł. 2500 + 40 Zam. 1247/ 87 Cena zł 45 ,00 
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Tablica l. Wymiary obudowy CE 30 

Symbol 
Wymiary, mm 

wymiaru 
minimalny nominalny maksymalny 

A 4,06 - 4,83 

b 0,64 - 0,89 

b, 1,22 - " 40 

C 0,38 - 0,43 

D 14,61 - 15,88 

e 2,03 - 3,05 

e , 4,57 - 5,64 

F - " 27 -
H, 5,97 - 6,73 

8o--t--ł::. 

! 

leN - 87/ 3375 - 32106-21 

Rys. 2. ~.;chemat połęczeń 

tyP R , = 6 kQ, typ R 2 = 100Q 

5. Badania w grupie A. B. C. D _ wg BN-80/337S-32/00 

P. 5. 

6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A. B. C i D 

al badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiarów A, b, 

b , ' D, e - w odległości 6,45 f 6,50 mm od obudowy wg 

Symbol 
wymiaru 

1, 
L 

L, 

1>P 
Q 

z 

E 

E, 
E2 

+ 

Wymiary, mm 

minimalny nominalny maksymalny 

2,16 - 2,92 

12, 7 - -
7,62 - 8,89 

3,58 - 3,63 

2,54 - 3,05 

1,02 - " 52 

10,03 - 10,41 

9,20 - 9,40 

7,62 - 8, 13 

T 

l 

rys. l i tabl. " ISN-87/3375-32106-31 

b) badania podgrupy A2. _ sprawdzenie podstawowych pa-

'ametrów elektrycznych wg tabl. 2, Rys. 3. Układ do pomiaru UBE metodę impulsowę 

a Ica T bl' • ar y 10m 2 P ametr elektrvczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poz' • III IV) • . . . 

Oznaczenie Metoda po-
Wartość graniczna 

Lp. 
literowe miaru wg 

Warunki pomiaru BD 645 BD 649 
PN-74/ 

Jednost_ BD 643 BD 647 
parametru 

ka 
T-01504 

min max min max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 

l I
CBO ark. 05 U

CB
=45V ~ - 200 - - - - - -

U CB = 60 V - - - 200 - - - -
U CB = 80 V 

200 - - - - - - -
U CB =100V , - - - - - - - 200 

2 U(BR)cE01' ark 07 Ic = O, l A V 45 - 60 - 80 - 100 -

3 U(BR)CBO ark. 04 IC = 0,2 mA V 45 - 60 - 80 - 100 -

4 U(BR)EBO ark. 04 I E 
= 5 mA V 5 - 5 - 5 - 5 -

5 h
21E 

1) ark. 08 IC = 3 A; UCE = 3 V 750 - 750 - 750 - 750 -

6 U BE 1),2) - IC = 3 A; U CE = 3 V V - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 

1) Pomiar impulsowy t p ~ 300 fJS; d ~ 20/0. 

2) Metoda pomi aru _ wg rys. 3. -

+ 
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c) badania podgrupy A3 _ sprawdzenie drugorzędnych parametrów elektrycznych wg tabl. 3, 

Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i C2 (poziom I. III. IV) 

Wartość graniczna 
Oznaczenie 

Metoda po-
miaru wg Jed-

Lp. literowe 
PN-74/ 

Warunki pomiaru 
nostka 

BD 643 BD 645 BD 647 BD 649 

parametru 
T-01504 

min max min max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 

1 UCEsat1) ark. 06 l C = 3 A; lB = 12 mA V - 2 - 2 - 2 - 2 

2 U BE sat 1) ark. 06 1 = 3 A' 
C ' lB = 12 mA V - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 

U CB =10V; l = O 
CCBO 

E 100 100 3 ark. 22 pF - 100 - 100 - -
f = 1 MHz 

l C = 3 A; UCE = 3 V 
4 f T ark. 24 MHz 

I 
1 - 1 

I 
- 1 - 1 -

f p = 1 MHz 

1) Pomiar impulsowy t p ~ 300 fls; ~ ~ 2"10. 

d) badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametrów elektrycznych w temperaturze 
o 

tamb = 100 C (poziom III IV) wg 

tab I. 4, 

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom III IV) 

Ozna- Metoda Wartości graniczne 

czenie pomiaru 
Jed-

literowe wg Warunki pomiaru BO 643 BO 645 BO 647 BD 649 
PN-74/ 

nos tka 
para-
metru T -01504 min max min max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 

I CBO ark. 05 tamb = 
o 

100 C U CB = 45 V mA - 5, O - - - - - -

lC = O UCB = 60 V mA - - I - 5,0 - - - -

UCB = 80 V mA I 
5,0 - - - - - - -

UCB = 100 V 
mA - - - - - - - 5,0 

1) Pomiar impulsowy t p ~ 300 fls; ~ ~ 2%. 

e) badania podgrupy B, C D - wg tabl. 5, 

Tablica 5. Wymagania szczegółowe do badań grupy B. C D 

Lp. 
Podgrupa 

Rodzaj badani a Wymagani a szc zegółowe 
badań 

1 2 3 4 

1 B 1, CI sprawdzeni e wytrzymałości mecha_ próba Ub' metoda 2; 5 N; 3 cyk le, próba Ua1 ; 
n i cznej wyprowadzeń 10 N 

sprawdzenie szczelności próba Ql 

2 B3 sprawdzenie wytrzymałości na spad- połpżenie tranzystora w czasie spadania wyprowa-

ki swobodne dzeniami do góry 

3 B4 i C4 sprawdzenie wytrzymałości na udary mocowanie za obudowę 
wielokrotne 
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cd. tabl. 5 

Lp. 
Podgrupa 

Rodzaj badania Wymagani a szczegółowe 
badań 

. 2 . 3 ~~ , 

4 B6 i C6 sprawdzeni e odporności na na rażeni a wg PN-7B/T-01515 P. 5.3.22 tab I. 5' , metoda bada-

elektryczne niaa), układ OB 

BO 643 UCE = 35 V IC=0,7A 

BD 645 UCE = 45 V IC = 0,3 A 

o 
t case = 25 C 

lub 

BD 64·3 
UCE = 20 V TC = 0,09 A 

BD 645 

tamb 
o 

= 25 C 

BD 647 UCE = 60 V IC = 0,25 A 

BD 649 UCE = BO V IC = 0, 1 A 

t case 
o 

= 25 C 

lub 

BD 647 

U
CE 

= 35 V IC = 51 mA 
BD 649 

tamb 
o 

= 25 C 

5 C3 sprawdzeni e masy ::( 2G 

6 C4 sprawdzeni e wy t rzymało:k i na przy- kierunek probierczy: obydwa kierunki wzdłuż osi 

spi eszeni e stałe wyprowadzeń, mocowani e za obudowę 

sprawdzenie wytrzymałości na udary 

wielokrotne 
mocowanie za obudowę 

sprawdzeni e wytrzymałości na wibr~ 
cje o stałej częstotliwości 

7 C5 sprawdzeni e wytrzymałości na ciep_ temperatura kępieli 
o 

350 C 
ło lutowani a 

8 CI ° sprawdzeni e wymiarów wg rys. 1 i tab I. 1 

9 Dl (poziom jakości ;prawdzeni e odporności na niskie temperatura narażenia 25
0

C 
III i IV) ciśnienie atmosferyczne 

-
10 D2 sprawdzenie wytrzymałości na roz- alkohol etylowy, aceton 

puszczalniki 

11 D3 sprawdzeni e pa Iności pa Iność zewnętrzna 

12 D4 (poziom jakości sprawdzeni e wytrzymało€ci na pleśń brak porostu pleśni po badaniu 
III i IV) 

13 D5 (poziom jakości sprawdzeni e wytrzymałości na mgłę położenie tranzystora dowolne 
III i IV) solnę 
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f) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach g rupy B, C i D _ wg tabl. 6, 

T ab lica 6. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badahiach grupy B. C. D (poziom I. III, IV) 

Me toda Wartości g raniczne 
O znaczenie pomiaru 

Warunki Podgrupa Jed-
literowe wg 

badań badań nostk" 
BD 643 BD 645 BD 647 BD 649 

parametrów PN-74/ 
T -01 SOL min max min max min max min 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 1 1 12 

leBO ark. 0'5 UCB = 45 V B I, B3, B4, - 200 - - - - -
BS, CI, C2, 

l = O 60 V C3, C4, CS, - - - 200 - - -E 
C7, D 1 l) !JA 

80 V - - - - - 200 -
100 V - - - - - - -
45 V - I, O - - - - -
60 V - - - I, O - - -

B6, C6, C8 mA 
80 V - - - - - I, O -

100V - - - - - - -
45 V - 5,0 - - - - -
60 V - - - 5,0 - - -

C2 1) mA 
80 V - - - - - 5,0 -

100 V - - - - - - -
. , 2) ark. 08 l = 3 A BI, B3, B4, BS, h Z1E C 

CI, C2, C3, C4, - 750 - 750 - 750 - 750 
UCE = 3 V CS, C7, C9, Dl1) 

B6, C6, C8 - 600 - 600 - 600 - 600 

C2 1) - 500 - 500 - 500 - 500 

1) W czasie badani a. 

2) Pomiar impulsowy t p ~ 300 I-ls; lJ ~ 2 %. 

g) wartość AQL dla jakości podstawowej w badaniu C2 _ 4,0%, w badaniu C4 _ 2, sIk. 

7. Pozostałe postanowie'lli _ wg BN-80/ 3375-32/00. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Inst ytucja opracowujaca normę _ Naukowo-Produk_ 

cyjne Centrum Półprzewodników, Fabryka Półprzewodni_ 

ków TEWA, Wars zawa u l. Komarowa S. 

cia U(BR)CEO U(BR)CER U (BR)CES 

U (BR ) CEX metodę impulsowę 

P~.l-74/T-OIS04/08 Tranzystory. Pom ia r h 
21E 

impulsowę 

max 

13 

-

-

-
200 

-

-

-

I, O 

-

-

-
5,0 

-

-

-

metodę 

2. Normy zwiazane PN-74/T-OIS04/22 Tranzystory. Pomiar pojemności 

PN-74/T-OIS04/04 TranzySI'Ory. Pom iar napięć przebicia 

U (BR ) CBO U(BR) EBO 

PN-74/T -01504/05 Tranzystor y . Pomiar prędów wstecz-

nych l CBO 

PN-74/T -01504/06 Tranzys to r y . Pom iar napięć n as yce-

nia U i CEsat 

PN-74/T -01504/ 07 

U BEsat metodę impulsowę 

T ranzys tory . Pomiar napięć przebi-

CEBO 

PN-74/T -01504/24 TrafIzystory. Pomiar modułu 

w zakresie w. cz. i częstotliwości f r 

PN-78/T -Ol SI S Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wy-

magan ia i badania 

BN-80/3375-32/00 Elementy półprzewodnikowe. 

story mocy małej częstotliwości. Wymagan ia 

Tranzy-

badania 
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BO 6 4 9 - 11562 3131 2 002 3. S y mbo l KTM wyrob u 

BO 643 - 11 56231309000 

BO 645 - 11562 31310000 

BO 6 47 - 1156231311001 

4. Wartośc i dopu szczal n e - wg r ys . 1-1 1-2 o raz 

80643 80645 

1111 1111 

) 

Jem., OC 
10 ~ to t' 

graniczeni/' l 

11!ś--1'\ t, lms 

l l~ 
10ms 

0,7 

80643 

BO 645 

100 

IBN -87/3375 -32/06 -1 -11 

t ab l. 1-1, 

Je 
lA ) 

10 

l 

O, l 

80647. 80649 , 

I l lilll 

, lema, OC 
~tot 

, 1'\ 

IPL P\ t. o 1ms 

I 
10 ms 

Ograniczenie l, b 

80647 

80649 

10 100 

IBN- 87/ 3375-32106 -I-Z) 

R ys. l-l. D opu szc z a lny obszar p racy tra n zys tora BO 643 , 

BO 6 4 5 IC = f (UC E) R ys . 1-2. D opu szczalny ob sza r pra cy t ran zys t o ra BO 6 4 7, 

BO 6 4 9 I C = f (UC E) t p = imp ul s po je d yn czy 

Tab lica l-l. Wartośc i dopuszcza lne 

.I Wartości dop u s z czalne 
O zna czenie 

L p. 
parametru 

Naz wa parame t r u J e dn o stka 

BO 643 BO 6 4 5 BO 647 BO 649 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 UCBO napięci e ko lek tor- b a z a p r zy I E = O V 45 6 0 8 0 100 

2 UCEO napięcie ko lekto r-em iter przy I = O 
B V 4 5 6 0 8 0 100 

3 UEBO napięc i e e mit e r-baza przy I = O C V 5 

4 le pręd ko lek tora A 8 

J l B pręd b a zy A O, 15 

6 Plot ca łkowi t a moc wejści owa :< 2 Oc 
(stał a lub średni a ) na 

tca se " 5 W 62 , 5 

wszys tkich e lek trodach o 
tamb ~25 C W 1,78 

7 t j t empera t u r a złęcza Oc 150 

-
8 tamb 

o 
t empe r at u r a otoczeni a w cza s i e p racy C -40 7 100 

9 t st g tem perat u ra p r zechowywani a Oc -40.;- 155 

t a m b 
o 

= 2 5 C. 
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5. Dane charakterystyczne wg rys. 1-3 

8064J 80645 , 

P" 
I , 

I 

(W ) 1 

U =D"25V 
I 

,....!!...... I 
i '\ 

I :\ , 
60 

1\ 
, 

i 1 
I 

I \ 1 

50 

I 1\ 
I 

, 
\ JOV 

40 

. ;'\ 1\ 
1 

, 
'\ \ , 

1 

JO 

, I 1"- 1\ 1 , 
I f'\ \ 

I-- 45V 

1\ , ....... 
......... I\. 

60V .......... 
............ '\\ 

20 

10 

I - ...........: ~ , 
25 50 100 150 (oC) tease 

IBN- 87/3375 -32/05-1 - 31 

Rys. 1-3. Całkowita moc strat w funkcji temperatury 

p to! = f (tcase) 

P,. 
(W 

I 

) 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

80647, 80649 

U,,=D+2SV 
r-::-fł.. 

1\ 

: 1\ , \ 30V 

1\ \ 
I 1\ , 
1 

1'\ \ 
1 ; 

\ , 
I ~ \ 45V 
I ........ 

......... ~ \ 
1 '-." \\ - -100V 

r-...... 
8DV "" '" '\ ~ 
I ........ ~ 

25 700 150 (OC) te ... 

ISN - 87/3375 -32/06-] - ~I 

1-10 

Rys. 1-4. Całkowita moc strat w funkcji temperatury 

Ptot = f (t case ) 

tab I. I-Z. 

10000 

1000 

100 
10 

V 

100 

80643 +649 

v 
V 

1D(){) (mA) 10000 
-----1c 

IBN-87/3375 -32/06-]-51 

Rys. 1-5. Statyczny współczynnik wzmocni eni a prędowego 

w funkcji prędu kolektora 

80643 , 80645 , 8D647, 80649 

Iv) 

31---

2 

l 

D 
0,1 1 10 (A) 

[BN - 87/3 3 75 -32/06 -] -6[ 

Rys. 1-6. Napięcie nasycenia kolektor-emiter w funkcji prę

du kolektora UCEsat = f(IC) 
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Iv) 

3f--- · 

2 

l 

1--

o 
0.1 

80643 , 80645 , 80647, 80649 

i-

l 10 lA) 

IBN-87/3375 -32/06- I -71 

R ys. 1-7. Napięcie nasycenia baza-emiter w funkcji prę

du kolektora U BEsat = f(IC) 

Je 

(A ) 

1D 

8 

6 

2 

80643 8D645 8D647 8D649 , , 

17 
Uu "3V 

7 
1/ 

I 
I 

!/ 

/ 
/ 

./ 
1 2 3 (V) U'E 

IBN - 87/ 3375-32/Q.[l]] 

R ys. I-B. Charaktery styka przejściowa l c = f ((lBE ) 

(pF) 

60 

SD 

4D 

3D 

2D 

1D 

D 
l 

80649 

ID 100 (VI 

IB N -87/33'15 -32106+91 

R ys . 1-9. Pojemność kolektor-baza w funkcji 

kolektor-baza CCBO = f(UCB ) 
napięci a 

I, 
(A ) 

1D 

8 

6 

4 

2 

8D643 , 8064S , 80647 80649 , 

J 

/ 
V 

/ 
1/ 

J 
V 

I 
V 

V 
as l l5 

IBN -87/3375 -32/06-[-1 ol 

R ys. 1-10. Pręd przewodzenia w funkcji napięcia przewo_ 
. dzenia diody I F = f(UF ) 
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Tablica l_Z, Dane charakterystyczne 

Typ 

Oznaczeni e Nazwa Warunki Jed_ 
Lp, 

parametru parametru porili aru nostka 
BO 643 BO 645 BO 647 BO 649 

min ~yp ma> m nn typ ma '" min typ max ,mil ntyp Il'iaX 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 1 1 12 t.3 14 . . t5 16 . 17 

• 
1 V (BR)eEO napięcie przebi- Ie = 0, 1 A V 45 - - 60 - - BO - - 100 - -

cia kolektor-emi-
ter przy I a = o 

2 I CEO pręd zerowy ko- UCE = 25 V - - 500 - - - - - - - - -
lektora przy 

I a = o UeE = 30 V - - - - - 500 - - - - - -
pA 

UCE = 40 V - - - I 
- - - - - 5"0 - - -

UCE = 50 V - - - - - - - - - - - 500 

3 lcao pręd zerowy ba- UCE = 45 V - - 200 - - - - - - - - -
zy przy lE = O 

UCE = 60V - - - - - 200 - - - - - -
!-lA 

UCE = BO V - - - - - - - - 200 - - -

UCE = 100 V - - - - - - - - - - - 200 

4 U(aR) EBO 
napięcie przebi- JE = 5 mA V 5 - - 5 - - 5 - - 5 - -
cia emiter-baza 

przy Ie = O 

5 U
aE 

1) napięc;i e baza- lC" 3 A; I CE = 3 V V - - 2,5 - - 2,5 - , - 2,5 - - 2,5 

_emiter 

6 UCEsat 1) napięcie nasyce- le = 3 Aj Ia=12 mA V - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 

nia kolektor-emi-
ter 

7 USEsat 1) napięci e nasyce- l C = 3 Aj l a= 1 2 mA V - - 2,5 - - 2,5 - - 2,5 - - 2,5 

nia baza-emiter 

B h 21 E1) statyczny współ- IC = 0,5 A; UCE .. '3 V - 500 - - 1500 - - 1500 - - 500 -
czynnik wzmoc-
ni enia prędowe- le = 3 Vj UCE = 3 V - 750 - - 750 - - 750 - - 750 - -
go 

IC = B Aj II . = 3 V 
CE - 750 - - 750 - - 750 - - 750 -

9 ton czas włęczania 
IC = 3 A; + I a= 

I-'s 0,5 - 0,5 - 0,5 0,5 
.;;- la= 12 mA 

- - - - - -

10 taft czas wyłęczania 
Zc = 3 A; +IB = 

ps 2,5 2,5 2,5 2,5 
.~J a = 12 mA 

- - - - - - - -

1 1 fh[e częstot'liwość I C = 3 Aj U C E = 3 V kHz - 100 - - 100 - - 100 - - 100 -
odcięcia 

12 CCBO pojemność kolek- I = o' 
E ' 

UeB = 10V pF - 100 - - 100 - - 100 - - 100 -
t o r .... b a za 

13 Rth;-c rezys tancja ter- lc= 5 Aj UeB = 12 V 
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